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【はじめに】 Cu(In,Ga)Se2 (CIGS)太陽電池は高変換効率[1]と高放射線耐性[2]を有するため、

次世代の宇宙用太陽電池として期待されている。太陽電池を宇宙空間に輸送するためには重量を

抑える必要があるため、CIGS 太陽電池において一般的に用いられるソーダライムガラス(SLG)
基板よりも軽量な基板が必須である。Ti 基板はその耐熱性、耐久性、軽量性から宇宙用途での利

用が期待できる。しかし、Ti 基板上の CIGS 太陽電池の物性については未解明な点が多く残って

いる。特に宇宙利用を検討する際は放射線照射やヒートサイクルによる影響を検討する必要があ

るが、Ti 基板上 CIGS 太陽電池での報告例は少ない。本研究では厚さ 50 μm のフレキシブル Ti
基板上に CIGS 太陽電池を作製し、放射線照射試験とヒートサイクル試験を行い、宇宙空間での

実用性について検討を行った。 
【実験方法】 Ti 及び SLG 基板上に Al/Ni/ZnO:Al/ZnO/CdS/CIGS/Mo 構造の CIGS 太陽電池を

それぞれ作製した。作製した太陽電池に対して、加速エネルギー2 MeV、照射量 1 × 1013 ～ 
1017 cm-2で電子線照射を行い、その前後で J-V 測定等を行った。 
【結果及び考察】 図 1 に Ti 及び SLG 基板上 CIGS 太陽電池の電子線照射量に対する照射前後

の変換効率の変化割合を示す。Ti 基板上 CIGS 太陽電池の変換効率は照射量 1 × 1015 cm-2まで減

少せず、SLG 基板上 CIGS 太陽電池と同程度の電子線耐性を有していることが確認された。ま

た、Ti 及び SLG 基板上 CIGS 太陽電池は照射量 1 × 1014 ～1015 cm-2で変換効率の増加が確認さ

れた。この照射量において開放電圧の増加を確認しており、電子線照射による原子のはじき出し

の影響で、アクセプタ源である VCuが増加し

た[3]ことが一因であると推測した。放射線照

射試験の詳細やヒートサイクル試験の結果に

ついては当日報告する。 
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図 1  Ti 及び SLG 基板上 CIGS 太陽電池の 
電子線照射量に対する照射前後の 
変換効率の変化割合 

1013 1014 1015 1016 1017
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

NO
R

M
AL

IZ
ED

 η

FLUENCE [cm-2]

■ on Ti
■ on  SLG

第68回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2021 オンライン開催)17p-P11-6 

© 2021年 応用物理学会 12-135 13.9


